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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
炭素数１～８の側鎖を有するアクリル酸エステルおよび／またはメタクリル酸エステルを
必須共重合成分とする共重合体であって、エポキシ基、水酸基、カルボキシル基、アミノ
基、ヒドロキシアルキル基、ビニル基、シラノール基、イソシアネート基から選ばれた少
なくとも１種の官能基を有する熱可塑性樹脂、３官能エポキシ樹脂および４官能エポキシ
樹脂を含有し、加熱後のＤＳＣでの反応率が７０～１００％であり、加熱後に２００℃以
上の温度領域に少なくとも一つの軟化点を有することを特徴とする半導体装置用接着剤組
成物であって、接着剤組成物中の熱可塑性樹脂含有量が、２～８０重量％であり、熱硬化
性樹脂の含有量が、熱可塑性樹脂１００重量部に対して５～４００重量部である半導体装
置用接着剤組成物。
【請求項２】
加熱後のＤＳＣでの反応率が７０～１００％であり、加熱後に－６５℃以上５０℃以下の
温度領域および２００℃以上３００℃以下の温度領域にそれぞれ少なくとも一つの軟化点
を有することを特徴とする請求項１記載の半導体装置用接着剤組成物。
【請求項３】
１５０℃で２時間加熱後の軟化点Ａと、１５０℃で２時間加熱後さらに２００℃で１６８
時間加熱した後の軟化点Ｂが、Ｂ／Ａ≦１．５であることを特徴とする請求項１記載の半
導体装置用接着剤組成物。
【請求項４】
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熱可塑性樹脂のガラス転移温度が２０℃以下であることを特徴とする請求項１記載の半導
体装置用接着剤組成物。
【請求項５】
請求項１～４のいずれか記載の半導体装置用接着剤組成物からなる接着剤層と、少なくと
も１層の剥離可能な保護フィルム層を有する半導体装置用接着剤シート。
【請求項６】
請求項１～４のいずれか記載の半導体装置用接着剤組成物を用いた半導体接続用基板。
【請求項７】
請求項６記載の半導体接続用基板を用いた半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体集積回路を実装する際に用いられる、テープオートメーテッドボンディ
ング（ＴＡＢ）方式のパターン加工テープ、ボールグリッドアレイ（ＢＧＡ）パッケージ
用インターポーザー等の半導体接続用基板、リードフレーム固定テープ、ＬＯＣ固定テー
プ、半導体素子等の電子部品とリードフレームや絶縁性支持基板等の支持部材との接着に
用いられるダイボンディング材、ヒートスプレッダー、補強板、シールド材の接着剤、ソ
ルダーレジスト、異方導電性フィルム、銅張り積層板、カバーレイ、半導体封止剤、絶縁
層等を作製するために適した接着剤組成物およびそれを用いた接着剤シート、半導体接続
用基板ならびに半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体集積回路（ＩＣ）の実装には、金属製のリードフレームを用いた方式がもっとも
多く用いられているが、近年ではガラスエポキシやポリイミド等の有機絶縁性フィルム上
にＩＣ接続用の導体パターンを形成した、インターポーザーと称する半導体接続用基板を
介した方式が増加している。
【０００３】
　パッケージ形態としては、デュアルインラインパッケージ（ＤＩＰ）、スモールアウト
ラインパッケージ（ＳＯＰ）、クアッドフラットパッケージ（ＱＦＰ）等のパッケージ形
態が用いられてきた。しかし、ＩＣの多ピン化とパッケージの小型化に伴って、最もピン
数を多くできるＱＦＰにおいても限界に近づいている。そこで、パッケージの裏面に接続
端子を配列するＢＧＡ（ボールグリッドアレイ）、ＣＳＰ（チップスケールパッケージ）
が用いられるようになってきた。
【０００４】
　半導体接続用基板の接続方式としては、テープオートメーテッドボンディング（ＴＡＢ
）方式、ワイヤーボンディング方式、フリップチップ方式等が挙げられ、ＴＡＢ用接着剤
付きテープを使用することができる。
【０００５】
　ＴＡＢ方式は、インナーリードを有する接続方式に有利であることは当然であるが、Ｂ
ＧＡ方式において半田ボール用の孔やＩＣ用のデバイスホールを機械的に打ち抜いた後に
銅箔をラミネートするプロセスに特に適している。一方、インナーリードを有しないワイ
ヤーボンディングおよびフリップチップ接続の場合は、ＴＡＢ用接着剤付きテープだけで
なく、すでに銅箔を積層し接着剤を加熱硬化させた銅張り積層板を用いることも可能であ
る。
【０００６】
　図１にＢＧＡ方式の半導体装置の例を示す。ＢＧＡ方式は、半導体集積回路（１）を接
続した半導体集積回路接続用基板の外部接続部としてＩＣのピン数にほぼ対応する半田ボ
ール（６）を格子上（グリッドアレイ）に有することを特徴としている。プリント基板へ
の接続は、半田ボール面をすでに半田が印刷してあるプリント基板の導体パターン上に一
致するように乗せて、リフローにより半田を融解して行なわれる。最大の特徴は、インタ
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ーポーザーの面を使用できるため、ＱＦＰ等の周囲の辺しか使用できないパッケージと比
較して多くの端子を少ないスペースに配置できることにある。この小型化機能をさらに進
めたものに、チップスケールパッケージ（ＣＳＰ）があり、マイクロＢＧＡ（μ－ＢＧＡ
）、ファインピッチＢＧＡ（ＦＰ－ＢＧＡ）、メモリーＢＧＡ（ｍ－ＢＧＡ）、ボードオ
ンチップ（ＢＯＣ）等の構造が提案されている。μ－ＢＧＡはインターポーザーからビー
ムリードを出してＩＣと接続することが特徴であり、ｍ－ＢＧＡ、ＢＯＣ、ＦＰ－ＢＧＡ
ではＩＣとインターポーザー間はボンディングワイヤー（５）によりワイヤーボンディン
グ接続される。ワイヤーボンディング接続は微細ピッチの対応が難しい反面、煩雑なビー
ムリード加工が不要であり、かつ従来のリードフレーム用のワイヤーボンダーが使用でき
るため、コスト的に有利である。これらの構造を有するパッケージのＩＣとインターポー
ザーを接着する際にも接着剤層（２）すなわちダイボンディング材が使用される。
【０００７】
　さらに、半導体接続基板には剛性と平面性の付与のための補強板（スティフナー）ある
いは放熱のための放熱板（ヒートスプレッダー）等の部品を積層することも行われるが、
その際にも接着剤が使用される。また、封止剤用途、絶縁層としての用途にも接着剤が使
用される。
【０００８】
　これらの接着剤はいずれも最終的にパッケージ内に残留することが多いため、接着性、
耐熱性、サーマルサイクル性等の諸特性を満たすことが要求される。
【０００９】
　最近、特にパワーデバイス分野では半導体チップとして用いられる従来のシリコーン（
Ｓｉ）ウエハに代わり、より電気特性の優れたＳｉＣ（炭化ケイ素）を使用する方向で進
んでいる。このＳｉＣは電気特性に優れているので単位面積にかけられる電圧はＳｉより
も高くなり、それに伴い、単位面積にかかる温度も高くなる。従って、接着剤にかかる温
度も非常に高くなり、１５０℃から２００℃、さらに２００℃を越える耐熱性が要求され
、さらにそれらの温度で長期間（最大で１０００時間程度）耐えることのできる耐熱性が
要求されている。また、上述の半田リフロー工程において、半田に含まれる鉛が環境に対
して悪影響を及ぼすことから、鉛を含まない半田が多く用いられるようになっている。そ
のため、従来は２３０℃程度であった半田の溶融温度が２５０℃以上になってきており、
それに伴い半田リフロー工程で接着剤にかかる温度も上昇する。
【００１０】
　耐熱性接着剤に関しては、ポリイミド、ポリアミド、ポリアミドイミド、ポリナジイミ
ドを用いた接着剤が提案されている（例えば、特許文献１～２参照。）。しかしながら、
これらの特許文献には、長期高温耐熱性については触れられていない。
【特許文献１】特開平７－２５２４５９号公報
【特許文献２】特開平８－２４５９４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明はこのような問題点を解決し、長期高温耐熱性に優れ、さらに耐リフロー性、サ
ーマルサイクル性に優れた半導体装置用接着剤組成物およびそれを用いた半導体装置用接
着剤シート、半導体接続用基板ならびに半導体装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　すなわち本発明は、炭素数１～８の側鎖を有するアクリル酸エステルおよび／またはメ
タクリル酸エステルを必須共重合成分とする共重合体であって、エポキシ基、水酸基、カ
ルボキシル基、アミノ基、ヒドロキシアルキル基、ビニル基、シラノール基、イソシアネ
ート基から選ばれた少なくとも１種の官能基を有する熱可塑性樹脂、３官能エポキシ樹脂
および４官能エポキシ樹脂を含有し、加熱後のＤＳＣでの反応率が７０～１００％であり
、加熱後に２００℃以上の温度領域に少なくとも一つの軟化点を有することを特徴とする
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半導体装置用接着剤組成物であって、接着剤組成物中の熱可塑性樹脂含有量が、２～８０
重量％であり、熱硬化性樹脂の含有量が、熱可塑性樹脂１００重量部に対して５～４００
重量部である半導体装置用接着剤組成物であり、それを用いた半導体装置用接着剤シート
、半導体接続用基板ならびに半導体装置である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の接着剤組成物によって、長期高温耐熱性、耐リフロー性、サーマルサイクル性
に優れる効果が得られる。さらに本発明の半導体装置用接着剤組成物によって半導体装置
の信頼性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の構成を詳述する。
【００１５】
　本発明の半導体装置用接着剤組成物および半導体装置用接着剤シートは、前述のスティ
フナー、ヒートスプレッダー、半導体素子や配線基板（インターポーザー）用半導体集積
回路を実装する際に用いられる、テープオートメーテッドボンディング（ＴＡＢ）方式の
パターン加工テープ、ボールグリッドアレイ（ＢＧＡ）パッケージ用インターポーザー等
の半導体接続用基板、リードフレーム固定テープ、ＬＯＣ固定テープ、半導体素子等の電
子部品とリードフレームや絶縁性支持基板等の支持部材との接着に用いられるダイボンデ
ィング材、ヒートスプレッダー、補強板、シールド材の接着剤、ソルダーレジスト、異方
導電性フィルム、銅張り積層板、カバーレイ等を作製するために適した接着剤組成物およ
びそれを用いた接着剤シートであり、それら被着体の形状および材料は特に限定されない
。また、半導体を封止する封止剤としての用途、絶縁層としての用途にも使用でき、用途
は特に限定されない。中でも、本発明の接着剤組成物は、パワーデバイスにおける回路の
接着剤や絶縁層としての用途、シリコーン等の半導体基板上に素子が形成された後、図１
に示すように切り分けられた半導体集積回路（ベアチップ）（１）が絶縁体層（３）およ
び導体パターン（４）からなる配線基板層に、本発明の接着剤層（２）で接着され、かつ
半導体集積回路（１）と配線基板層がボンディングワイヤー（５）により接続された構造
を有する半導体装置としての用途に有効である。
【００１６】
　本発明の半導体装置用接着剤組成物は、加熱後のＤＳＣでの反応率が７０～１００％で
あり、加熱後に２００℃以上の温度領域に少なくとも一つの軟化点を有することを特徴と
する。
【００１７】
　本発明において、加熱後のＤＳＣでの反応率は、加熱前の試料の発熱量Ｑ１（ｍＪ／ｍ
ｇ）と１５０℃で２時間加熱後の試料の発熱量Ｑ２（ｍＪ／ｍｇ）を測定し、反応率（％
）＝（（Ｑ１－Ｑ２）／Ｑ１）×１００として得られる値を言う。発熱量は、装置セイコ
ーインスツルメンツ（現ＳＩＩナノテクノロジー（株））製ＤＳＣ６２００、温度２５℃
～３５０℃、昇温速度１０℃／ｍｉｎ、試料量約１０ｍｇ、Ａｌ製オープンパン使用、窒
素ガスフロー４０ｍｌ／ｍｉｎにて測定できる。
【００１８】
　本発明で言う軟化点とは動的粘弾性測定におけるｔａｎδ（＝Ｅ’’／Ｅ’）のピーク
温度で定義する。Ｅ’（貯蔵弾性率）、Ｅ’’（損失弾性率）は周波数１～３５Ｈｚ、昇
温速度２～５℃／ｍｉｎで測定する。
【００１９】
　本発明の接着剤組成物は、加熱後のＤＳＣでの反応率が７０～１００％、より好ましく
は８０～１００％、さらに好ましくは９０～１００％である。この範囲にすることにより
、加熱硬化後の物性（特に、耐熱性、靱性）を向上させることができる。このような反応
率にするためには、各組成系において加熱温度、加熱時間を適宜調整すればよい。また、
加熱後に２００℃以上の温度領域に少なくとも一つの軟化点を有するが、より好ましくは
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２３０℃以上、さらに好ましくは２５０℃以上に少なくとも一つの軟化点を有する。軟化
点が２００℃未満の場合は、サーマルサイクル性が低下する。さらに、加熱後の接着剤組
成物が、－６５℃以上５０℃以下の温度領域および２００℃以上３００℃以下の温度領域
にそれぞれ少なくとも１つの軟化点を有することが好ましく、０℃～５０℃および２３０
℃～２８０℃にそれぞれ少なくとも１つの軟化点を有することがさらに好ましく、長期高
温耐熱性、サーマルサイクル性の向上を図ることができる。これは、高温側軟化点を高く
することによって弾性率の変化を段階的に行わせ、サーマルサイクル時の応力変化を段階
的に吸収できるためと考えられる。一方、低温側軟化点が－６５℃以上であれば、固体で
の形状保持が容易であり、５０℃以下であればサーマルサイクル性に優れるため好ましい
。
【００２０】
　このような軟化点特性を得るための方法は特に限定されない。接着剤組成物自体にこの
ような軟化点特性を付与するには、軟化点の異なる熱可塑性樹脂あるいは熱硬化性樹脂を
複数用いると共に、相互に適切な相溶性を有するものを選択する方法が挙げられる。
【００２１】
　本発明の接着剤組成物は、１５０℃で２時間加熱後の軟化点Ａと、１５０℃で２時間加
熱後さらに２００℃で１６８時間加熱した後の軟化点Ｂが、Ｂ／Ａ≦１．５であり、さら
に好ましくは０．８≦Ｂ／Ａ≦１．５である。Ｂ／Ａ≦１．５であれば、長期高温耐熱性
、サーマルサイクル性に優れるので好ましい。
【００２２】
　また、１５０℃～２５０℃における接着剤組成物の貯蔵弾性率Ｅ’は、好ましくは１Ｍ
Ｐａ≦Ｅ’≦５００ＭＰａ、より好ましくは５ＭＰａ≦Ｅ’≦１００ＭＰａである。１Ｍ
Ｐａ≦Ｅ’≦５００ＭＰａであれば、ワイヤーボンディング性、耐リフロー性およびサー
マルサイクル性に優れるので好ましい。また、１５０℃で２時間加熱した後の貯蔵弾性率
Ｅ１’と、さらに２００℃で１６８時間加熱した後の貯蔵弾性率Ｅ２’の変化率は、６×
１０－３（ｈ－1）以下であることが好ましい。ここで、Ｅ’の変化率は、１５０℃で２
時間加熱した後のＥ’すなわちＥ１’、１５０℃で２時間加熱後さらに２００℃で１６８
時間加熱した後のＥ’すなわちＥ２’を用いて、Ｅ’変化率＝（ＬｏｇＥ２’－ＬｏｇＥ
１’）／１６８　として求めた。Ｅ’は２００℃での値を読みとった。このような弾性率
を有する接着剤組成物は、熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂とを組み合わせることにより得る
ことができる。例えば、多官能エポキシ樹脂、後述するガラス転移温度の低い熱可塑性樹
脂との組み合わせが有効である。
【００２３】
　また、本発明の接着剤組成物は加熱後の接着力が好ましくは５Ｎｃｍ－１以上、さらに
好ましくは１０Ｎｃｍ－１以上であると好適である。加熱後の接着力が５Ｎｃｍ－１以上
であると、パッケージの取扱時、リフロー時に剥離を生じにくいので好ましい。
【００２４】
　接着剤層の厚みは、弾性率および線膨張係数との関係で適宜選択できるが、２～５００
μｍが好ましく、より好ましくは２０～２００μｍである。
【００２５】
　本発明の接着剤組成物は、熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂を含む。熱可塑性樹脂は接着性
、可撓性、熱応力の緩和、低吸水性による絶縁性の向上等の機能を有し、熱硬化性樹脂は
耐熱性、高温での絶縁性、耐薬品性、接着剤層強度等の物性のバランスを実現する効果が
ある。
【００２６】
　熱可塑性樹脂としては、アクリロニトリル－ブタジエン共重合体（ＮＢＲ）、アクリロ
ニトリル－ブタジエンゴム－スチレン樹脂（ＡＢＳ）、ポリブタジエン、スチレン－ブタ
ジエン－エチレン樹脂（ＳＥＢＳ）、炭素数１～８の側鎖を有するアクリル酸および／ま
たはメタクリル酸エステル樹脂（アクリルゴム）、ポリビニルブチラール、ポリアミド、
ポリエステル、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリウレタン等が例示される。また、こ
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れらの熱可塑性樹脂は後述の熱硬化性樹脂との反応が可能な官能基を有していてもよい。
具体的には、アミノ基、カルボキシル基、エポキシ基、水酸基、ヒドロキシアルキル基、
イソシアネート基、ビニル基、シラノール基等である。これらの官能基により熱硬化性樹
脂との結合が強固になり、耐熱性が向上するので好ましい。本発明の半導体装置用接着剤
組成物は炭素数１～８の側鎖を有するアクリル酸および／またはメタクリル酸エステルを
必須共重合成分とする共重合体を含有する。これにより、加熱後の接着剤組成物に－６５
～５０℃の温度領域に軟化点を持たせることができ、また、配線基板層等の素材との接着
性、可撓性、熱応力の緩和効果に優れる。また、これらの共重合体は、アミノ基、カルボ
キシル基、エポキシ基、水酸基、ヒドロキシアルキル基、イソシアネート基、ビニル基、
シラノール基から選ばれた少なくとも１種の官能基を有する。さらにこの場合、官能基と
してカルボキシル基および／または水酸基を有する共重合体に、他の官能基を有する共重
合体を混合して用いると接着性が良くなり、さらに好ましい。官能基含有量については、
０．０７ｅｑ／ｋｇ以上０．７ｅｑ／ｋｇ以下が好ましく、より好ましくは０．０７ｅｑ
／ｋｇ以上０．４５ｅｑ／ｋｇ以下、さらに好ましくは、０．０７ｅｑ／ｋｇ以上０．１
４ｅｑ／ｋｇ以下である。また、長時間加熱後の可とう性の観点から、重量平均分子量（
Ｍｗ）は好ましくは３０万以上、より好ましくは５０万以上、より好ましくは１００万以
上、さらに好ましくは１２０万以上であり、ガラス転移温度（Ｔｇ）は好ましくは２０℃
以下、より好ましくは０℃以下、より好ましくは－２０℃、さらに好ましくは－４０℃以
下である。この範囲にすることにより、長時間加熱後の可とう性に優れる組成物を得るこ
とができる。熱可塑性樹脂を２種以上用いる場合、その内の少なくとも１種がこの範囲を
満たしていれば良い。重量平均分子量は、ＧＰＣ（ゲルパーミエーションクロマトグラフ
ィー）法により測定し、ポリスチレン換算で算出した。ＴｇはＤＳＣ法により算出した。
また、高温時の劣化性、電気特性がよいことからポリアミド樹脂も好ましく用いられる。
ポリアミド樹脂は、公知の種々のものが使用できる。特に、接着剤層に可撓性を持たせ、
かつ低吸水の炭素数が３６であるジカルボン酸（いわゆるダイマー酸）を必須成分として
含むものが好適である。ダイマー酸を含むポリアミド樹脂は、常法によるダイマー酸とジ
アミンの重縮合により得られるが、この際にダイマー酸以外のアジピン酸、アゼライン酸
、セバシン酸等のジカルボン酸を共重合成分として含有してもよい。ジアミンはエチレン
ジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ピペラジン等の公知のものが使用でき、吸湿性、溶
解性の点から２種以上の混合でもよい。
【００２７】
　本発明の接着剤組成物中の熱可塑性樹脂含有量は、２～８０重量％であり、好ましくは
５～７０重量％、より好ましくは１０～６０重量％である。この範囲であれば、可撓性、
耐熱性を維持できる。
【００２８】
　熱硬化性樹脂としては、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、キシレン樹脂
、フラン樹脂、シアン酸エステル樹脂等公知のものが例示される。特に、エポキシ樹脂お
よびフェノール樹脂は絶縁性に優れるので好適である。軟化点特性の制御には相溶性の制
御が必要であるが、これらの熱硬化樹脂の構造を適切に選択することが有力な方法である
。
【００２９】
　エポキシ樹脂は１分子内に２個以上のエポキシ基を有するものであれば特に制限されな
いが、ビスフェノールＦ、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＳ、レゾルシノール、ジヒ
ドロキシナフタレン、ジシクロペンタジエンジフェノール、ジシクロペンタジエンジキシ
レノール等のジグリシジルエーテル、エポキシ化フェノールノボラック、エポキシ化クレ
ゾールノボラック、エポキシ化トリスフェニロールメタン、エポキシ化テトラフェニロー
ルエタン、エポキシ化メタキシレンジアミン、シクロヘキサンエポキサイド等の脂環式エ
ポキシ等が挙げられる。その中でも、接着剤組成物の架橋密度を上げ、加熱後の軟化点を
上昇させるために、１分子内に３個以上のエポキシ基を有するものが好ましく用いられる
。これら多官能エポキシ樹脂としては、オルソクレゾールノボラック型：具体的にはＪＥ
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Ｒ（ジャパンエポキシレジン（株））製Ｅ１８０Ｈ６５、住友化学（株）製ＥＳＣＮ１９
５、日本化薬（株）製ＥＯＣＮ１０２０、ＥＯＣＮ１０２Ｓ、１０３Ｓ、１０４Ｓ等、Ｄ
ＰＰノボラック型：具体的にはＪＥＲ製Ｅ１５７Ｓ６５等、トリスヒドロキシフェニルメ
タン型：具体的には日本化薬（株）製ＥＰＰＮ５０１Ｈ、ＪＥＲ製Ｅ１０３２等、テトラ
フェニロールエタン型：具体的にはＪＥＲ製Ｅ１０３１Ｓ等、ジシクロペンタジエンフェ
ノール型：具体的にはＤＩＣ（大日本インキ化学工業（株））製ＨＰ７２００等、その他
ナフタレン構造を有する多官能型エポキシ樹脂、新日鐵化学（株）製ＥＳＮ、特殊骨格を
持つＪＥＲ製ＹＬ６２４１等、市販されているエポキシ樹脂が挙げられる。これらのエポ
キシ樹脂は２種類以上混合して用いても良い。本発明の半導体装置用接着剤組成物は、３
官能エポキシ樹脂と４官能エポキシ樹脂を含有する。これにより、軟化点の制御がより容
易であり、長期高温放置後の軟化点変化を抑えることができる。さらに、難燃性付与のた
めに、ハロゲン化エポキシ樹脂、特に臭素化エポキシ樹脂を用いることが有効である。こ
の際、臭素化エポキシ樹脂のみでは難燃性の付与はできるものの接着剤耐熱性の低下が大
きくなるため非臭素化エポキシ樹脂との混合系とすることが有効である。臭素化エポキシ
樹脂の例としては、テトラブロモビスフェノールＡとビスフェノールＡの共重合型エポキ
シ樹脂、あるいは“ＢＲＥＮ”－Ｓ（日本化薬（株）製）等の臭素化フェノールノボラッ
ク型エポキシ樹脂が挙げられる。これらの臭素化エポキシ樹脂は、臭素含有量およびエポ
キシ当量を考慮して２種類以上混合して用いても良い。しかしながら、臭素化エポキシ等
はその中にバロゲンである臭素が入っていることから、環境に悪影響を及ぼすことが考え
られるため、最近ではバロゲンを含まないタイプのエポキシ樹脂、具体的にはリン含有エ
ポキシ樹脂、窒素含有エポキシ樹脂も多く用いられている。難燃性付与のために、これら
のエポキシ樹脂を用いても良い。
【００３０】
　フェノール樹脂としては、ノボラック型フェノール樹脂、レゾール型フェノール樹脂等
の公知のフェノール樹脂がいずれも使用できる。例えば、フェノール、クレゾール、ｐ－
ｔ－ブチルフェノール、ノニルフェノール、ｐ－フェニルフェノール等のアルキル置換フ
ェノール、テルペン、ジシクロペンタジエン等の環状アルキル変性フェノール、ニトロ基
、ハロゲン基、シアノ基、アミノ基等のヘテロ原子を含む官能基を有するもの、ナフタレ
ン、アントラセン等の骨格を有するもの、ビスフェノールＦ、ビスフェノールＡ、ビスフ
ェノールＳ、レゾルシノール、ピロガロール等の多官能性フェノールからなる樹脂が挙げ
られる。
【００３１】
熱硬化性樹脂の含有量は、熱可塑性樹脂１００重量部に対して５～４００重量部であり、
好ましくは２０～２００重量部である。熱硬化性樹脂の含有量が５重量部以上であれば、
高温での弾性率が維持でき、半導体装置を実装した機器の使用中に半導体集積回路接続用
基板の変形が生じず、また加工工程において取り扱い易い。熱硬化性樹脂の含有量が４０
０重量部以下であれば、弾性率が高くなりすぎず、線膨張係数も小さくならない。
【００３２】
　本発明の接着剤層にエポキシ樹脂およびフェノール樹脂の硬化剤および硬化促進剤を含
有することは何等制限されない。たとえば、３，３’，５，５’－テトラメチル－４，４
’－ジアミノジフェニルメタン、３，３’，５，５’－テトラエチル－４，４’－ジアミ
ノジフェニルメタン、３，３’－ジメチル－５，５’－ジエチル－４，４’－ジアミノジ
フェニルメタン、３，３’－ジクロロ－４，４’－ジアミノジフェニルメタン、２，２’
，３，３’－テトラクロロ－４，４’－ジアミノジフェニルメタン、４，４’－ジアミノ
ジフェニルスルフィド、３，３’－ジアミノベンゾフェノン、３，３’－ジアミノジフェ
ニルスルホン、４，４’－ジアミノジフェニルスルホン、３，４’－ジアミノジフェニル
スルホン、４，４’－ジアミノベンゾフェノン、３，４，４’－トリアミノジフェニルス
ルホン等の芳香族ポリアミン、三フッ化ホウ素トリエチルアミン錯体等の三フッ化ホウ素
のアミン錯体、２－アルキル－４－メチルイミダゾール、２－フェニル－４－アルキルイ
ミダゾール等のイミダゾール誘導体、無水フタル酸、無水トリメリット酸等の有機酸、ジ
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シアンジアミド、トリフェニルフォスフィン等公知のものが使用できる。これらを単独ま
たは２種以上混合して用いても良い。含有量は接着剤組成物１００重量部に対して０．１
～５０重量部であると好ましい。
【００３３】
　本発明において、接着剤層に無機質充填剤を含有することにより、耐リフロー性、打ち
抜き性等の加工性、熱伝導性、難燃性を一層向上させることができる。無機質充填剤は接
着剤の特性を損なうものでなければ特に限定されないが、その具体例としては、シリカ、
酸化アルミニウム、窒化ケイ素、水酸化アルミニウム、金、銀、銅、鉄、ニッケル、炭化
ケイ素、窒化アルミニウム、窒化チタン、炭化チタン等が挙げられる。中でも、シリカ、
酸化アルミニウム、窒化ケイ素、炭化ケイ素、水酸化アルミニウムが好ましく用いられる
。ここで、シリカは非晶、結晶のいずれであってもよく、それぞれのもつ特性に応じて適
宜使いわけることを限定するものではない。これらの無機質充填剤に耐熱性、接着性等の
向上を目的としてシランカップリング剤等を用いて表面処理を施してもよい。シランカッ
プリング剤は後述のものを用いることができる。また、無機質充填剤の形状は特に限定さ
れず、破砕系、球状、鱗片状等が用いられるが、破砕系が好ましく用いられる。ここでい
う破砕とは、球状でない（丸みをおびていない）形状のものを言う。無機質充填剤の粒径
は特に限定されないが、分散性および塗工性、耐リフロー、サーマルサイクル性等の信頼
性の点で、平均粒径３μｍ以下、最大粒径１０μｍ以下のものが好ましく用いられる。ま
た、流動性、分散性の点から、平均粒径の異なる無機質充填剤を併用すると一層効果的で
ある。尚、粒径の測定は、堀場ＬＡ５００レーザー回折式粒度分布計で測定することがで
きる。ここでいう平均粒径とは、球相当体積を基準とした粒度分布を測定し、累積分布を
パーセント（％）で表した時の５０％に相当する粒子径（メジアン径）で定義される。こ
こで言う粒度分布は、体積基準で粒子径表示が５６分割片対数表示（０．１～２００μｍ
）するものとする。また、最大粒径は平均粒径で定義した粒度分布において、累積分布を
パーセント（％）で表した時の１００％に相当する粒子径で定義される。また、測定試料
は、イオン交換水中に、白濁する程度に粒子を入れ、１０分間超音波分散を行ったものと
する。また、屈折率１．１、光透過度を基準値（約７０％程度、装置内で既に設定されて
いる）に合わせて測定を行う。また、配合量は接着剤組成物全体の２～６０重量％、さら
には５～５０重量％が好ましい。
【００３４】
　本発明において、接着剤層にシランカップリング剤を含有することにより、銅をはじめ
とした種々の金属やガラスエポキシ基板等のリジッド基板等との接着力の向上をはかるこ
とができる。シランカップリング剤は下式（１）のように表される。
【００３５】
【化１】

【００３６】
　Ｘはそれぞれ同じでも異なっていてもよく、ビニル基、エポキシ基、スチリル基、アク
リロキシ基、アミノ基、メタクリル基、メルカプト基、イソシアネート基およびそれらの
少なくとも一つの官能基で置換された炭素数１～６のアルキル基から選ばれる。その中で
も、接着性の点からアミノ基、エポキシ基を含有しているものが好ましい。ＲはＣＨ３、
Ｃ２Ｈ５、ＣＨ３ＯＣ２Ｈ４の中から選ばれ、その中でも、メチル基、エチル基が好まし
い。
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【００３７】
　以上の成分以外に、接着剤の特性を損なわない範囲で酸化防止剤、イオン捕捉剤等の有
機、無機成分を含有することは何ら制限されるものではない。微粒子状の無機成分として
は水酸化マグネシウム、カルシウム・アルミネート水和物等の金属水酸化物、酸化ジルコ
ニウム、酸化亜鉛、三酸化アンチモン、五酸化アンチモン、酸化マグネシウム、酸化チタ
ン、酸化鉄、酸化コバルト、酸化クロム、タルク等の金属酸化物、炭酸カルシウム等の無
機塩、アルミニウム等の金属微粒子、あるいはカーボンブラック、ガラスが挙げられ、有
機成分としてはスチレン、ＮＢＲゴム、アクリルゴム、ポリアミド、ポリイミド、シリコ
ーン等の架橋ポリマが例示される。また、イオン捕捉剤としては無機イオン交換体が多く
使われる。無機イオン交換体は、（１）イオン選択性が大きく、２種以上のイオンが共存
する系より特定のイオンを分離することができる、（２）耐熱性に優れる、（３）有機溶
剤、樹脂に対して安定である、（４）耐酸化性に優れることから、材料に含有することに
よって、イオン性不純物の捕捉に有効であり、絶縁抵抗の低下抑制、アルミ配線の腐食防
止、エレクトロマイグレーションの発生防止等が期待できる。種類は非常に多く、ａ）ア
ルミノケイ酸塩（天然ゼオライト、合成ゼオライト等）、ｂ）水酸化物または含水酸化物
（含水酸化チタン、含水酸化ビスマス等）、ｃ）酸性塩（リン酸ジルコニウム、リン酸チ
タン等）、ｄ）塩基性塩、複合含水酸化物（ハイドロタルサイト類等）、ｅ）ヘテロポリ
酸類（モリブドリン酸アンモニウム等）、ｆ）ヘキサシアノ鉄(III)塩等（ヘキサシアノ
亜鉛等）、ｇ）その他等に分類できる。商品名としては、東亜合成（株）のＩＸＥ－１０
０、ＩＸＥ－３００、ＩＸＥ－５００、ＩＸＥ－５３０、ＩＸＥ－５５０、ＩＸＥ－６０
０、ＩＸＥ－６３３、ＩＸＥ－７００、ＩＸＥ－７００Ｆ、ＩＸＥ－８００等が挙げられ
る。陽イオン交換体、陰イオン交換体、両イオン交換体があるが、接着剤組成物中には陽
、陰両方のイオン性不純物が存在することから、両イオン交換体が好ましい。これらを使
用することにより、絶縁層用途で使用した場合、配線のマイグレーションを防ぐと共に、
絶縁抵抗低下を抑制することができる。
【００３８】
　また、本発明では酸化防止剤の使用が有効である。酸化防止剤としては、酸化防止の機
能を付与するものであれば特に限定されず、フェノール系酸化防止剤、チオエーテル系酸
化防止剤、リン系酸化防止剤、アミン系酸化防止剤等の公知の酸化防止剤を使用できる。
これは、例えばＮＢＲゴム等二重結合を含む樹脂の場合、高温で長時間放置すると二重結
合部分の架橋が徐々に進行し、接着剤膜が脆くなる傾向があるが、酸化防止剤を使用する
ことにより、これらの反応を抑えることができるからである。これらの有機、無機成分は
単独または２種以上混合して用いても良い。微粒子状の成分の平均粒子径は分散安定性を
考慮すると、０．２～５μｍが好ましい。また、含有量は接着剤組成物全体の０．１～５
０重量％が適当である。
【００３９】
　本発明の半導体装置用接着剤シートとは、本発明の半導体装置用接着剤組成物からなる
接着剤層と、少なくとも１層の剥離可能な保護フィルム層を有するのものをいう。たとえ
ば、保護フィルム層／接着剤層の２層構成、あるいは保護フィルム層／接着剤層／保護フ
ィルム層の３層構成がこれに該当する（図２）。接着剤層とは接着剤組成物の単膜以外に
ポリイミド等の絶縁性フィルムが積層された複合構造も含まれる。接着剤シートは加熱処
理により硬化度を調節してもよい。硬化度の調節は、接着剤シートを配線基板あるいはＩ
Ｃに接着する際の接着剤のフロー過多を防止するとともに加熱硬化時の水分による発泡を
防止する効果がある。
【００４０】
　ここでいう保護フィルム層とは、絶縁体層および導体パターンからなる配線基板層（Ｔ
ＡＢテープ等）あるいは導体パターンが形成されていない層（スティフナー等）に接着剤
層を貼り合わせる前に、接着剤層の形態および機能を損なうことなく剥離できれば特に限
定されないが、例えばポリエステル、ポリオレフィン、ポリフェニレンスルフィド、ポリ
塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、ポリフッ化ビニル、
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ポリビニルブチラール、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアルコール、ポリカーボネート、ポ
リアミド、ポリイミド、ポリメチルメタクリレート、シリコーンゴム等のプラスチックフ
ィルム、これらにシリコーンあるいはフッ素化合物等の離型剤のコーティング処理を施し
たフィルムおよびこれらのフィルムをラミネートした紙、離型性のある樹脂を含浸あるい
はコーティングした紙等が挙げられる。保護フィルム層は着色されているとさらに好まし
い。保護フィルムを剥離したかどうか目で見て確認することができるため、剥がし忘れを
防ぐことができる。
【００４１】
　接着剤層の両面に保護フィルム層を有する場合、それぞれの保護フィルム層の接着剤層
に対する剥離力をＦ１、Ｆ２（Ｆ１＞Ｆ２）としたとき、Ｆ１－Ｆ２は好ましくは５Ｎｍ
－１以上、さらに好ましくは１５Ｎｍ－１以上が必要である。Ｆ１－Ｆ２が５Ｎｍ－１よ
り小さい場合、剥離面がいずれの保護フィルム層側になるかが安定せず、使用上重大な問
題となるので好ましくない。また、剥離力Ｆ１、Ｆ２はいずれも好ましくは１～２００Ｎ
ｍ－１、さらに好ましくは３～１００Ｎｍ－１ である。１Ｎｍ－１より低い場合は保護
フィルム層の脱落が生じ、２００Ｎｍ－１を超えると剥離が不安定であり、接着剤層が損
傷する場合があり、いずれも好ましくない。
【００４２】
　本発明の半導体接続用基板とは、図１に示すとおり、ベアチップの電極パッドとパッケ
ージの外部（プリント基板、ＴＡＢテープ等）を接続するための導体パターンを有する層
であり、絶縁体層（３）の片面または両面に導体パターン（４）が形成されているもので
ある。ここでいう絶縁体層は、ポリイミド、ポリエステル、ポリフェニレンスルフィド、
ポリエーテルスルホン、ポリエーテルエーテルケトン、アラミド、ポリカーボネート、ポ
リアリレート等のプラスチックあるいはエポキシ樹脂含浸ガラスクロス等の複合材料から
なる、厚さ３～１２５μｍの可撓性を有する絶縁性フィルム、アルミナ、ジルコニア、ソ
ーダガラス、石英ガラス等のセラミック基板が好適であり、これらから選ばれる複数の層
を積層して用いても良い。また必要に応じて、絶縁体層に、加水分解、コロナ放電、低温
プラズマ、物理的粗面化、易接着コーティング処理等の表面処理を施すことができる。
【００４３】
　導体パターンの形成は、一般にサブトラクティブ法あるいはアディティブ法のいずれか
で行なわれるが、本発明ではいずれを用いてもよい。サブトラクティブ法では、該絶縁体
層に銅箔等の金属板を絶縁性接着剤（本発明の接着剤組成物も用いることができる。）に
より接着するか、あるいは金属板に該絶縁体層の前駆体を積層し、加熱処理等により絶縁
体層を形成する方法で作製した材料を、薬液処理でエッチングすることによりパターン形
成する。ここでいう材料として具体的には、リジッドあるいはフレキシブルプリント基板
用銅張り材料やＴＡＢテープを例示することができる。一方、アディティブ法では、該絶
縁体層に無電解メッキ、電解メッキ、スパッタリング等により直接導体パターンを形成す
る。いずれの場合も、形成された導体に腐食防止のため耐食性の高い金属がメッキされて
いてもよい。このようにして作製された配線基板層には必要によりビアホールが形成され
、メッキにより両面に形成された導体パターン間がメッキにより接続されていてもよい。
【００４４】
　接着剤層は、絶縁体層と導体パターンからなる配線基板層と半導体集積回路の接着に主
として用いられる接着剤層である。しかし、配線基板層と他の部材（たとえばＩＣと放熱
板等）との接着に用いることは何等制限されず、また他の用途（例えば絶縁層）に用いる
ことも何等制限されない。この接着剤層は半導体集積回路接続用基板に半硬化状態で積層
される場合が通常であり、積層前あるいは積層後に３０～２００℃の温度で適当な時間予
備硬化反応を行なわせて硬化度を調節することができる。
【００４５】
　次に本発明の接着剤組成物を用いた半導体装置用接着剤シートおよび半導体装置の製造
方法の例について説明する。
【００４６】
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　（１）半導体装置用接着剤シート
　（ａ）本発明の接着剤組成物を溶剤に溶解した塗料を、離型性を有するポリエステルフ
ィルム上に塗布、乾燥する。接着剤層の膜厚は１０～１００μｍとなるように塗布するこ
とが好ましい。乾燥条件は、１００～２００℃、１～５分である。溶剤は特に限定されな
いが、トルエン、キシレン、クロルベンゼン等の芳香族系、メチルエチルケトン、メチル
イソブチルケトン等のケトン系、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Ｎメチ
ルピロリドン等の非プロトン系極性溶剤単独あるいは混合物が好適である。
【００４７】
　（ｂ）（ａ）のフィルムに上記離型性を有するポリエステルフィルムよりさらに剥離強
度の弱い離型性を有するポリエステルあるいはポリオレフィン系の保護フィルム層をラミ
ネートして、本発明の半導体装置用接着剤シートを得る。さらに接着剤厚みを増す場合は
、該半導体装置用接着剤シートを複数回積層すればよい。単膜以外にポリイミド等の絶縁
性フィルムが積層された複合構造を作製する場合も、上述のように半導体装置用接着剤シ
ートを絶縁性フィルムに積層するか、もしくは絶縁性フィルムの両面に直接コーティング
して作製しても良い。この場合、絶縁性フィルムの厚みは、３～１２５μｍが好ましく用
いられる。ラミネート後に、たとえば３０～７０℃で２０～２００時間程度熱処理して硬
化度を調節してもよい。
【００４８】
　（２）半導体装置
　（ａ）ＴＡＢ用接着剤付きテープに１２～３５μｍの電解銅箔を、１３０～１７０℃、
０．１～０．５ＭＰａの条件でラミネートし、続いてエアオーブン中で８０～１７０℃、
の順次加熱キュア処理を行い、銅箔付きＴＡＢ用テープを作製する。得られた銅箔付きＴ
ＡＢ用テープの銅箔面に常法によりフォトレジスト膜形成、エッチング、レジスト剥離、
電解ニッケルメッキ、電解金メッキ、ソルダーレジスト膜作製をそれぞれ行い、配線基板
を作製する。
【００４９】
　（ｂ）（ａ）の配線基板に、（１）で得られた半導体装置用接着剤シートを加熱圧着し
、さらに接着剤シートの反対面にＩＣを加熱圧着する。この状態で１２０～１８０℃の加
熱硬化を行う。
【００５０】
　（ｃ）ＩＣと配線基板を１５０～２５０℃、１００～１５０ｋＨｚ程度の条件でワイヤ
ーボンディング接続した後、樹脂封止する。
【００５１】
　（ｄ）最後にハンダボールをリフローにて搭載し、本発明の半導体装置を得る。
【実施例】
【００５２】
　以下に実施例を挙げて本発明を説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるもの
ではない。実施例の説明に入る前に評価方法について述べる。
【００５３】
　（１）評価用パターンテープ作製：ＴＡＢ用接着剤付きテープ（＃７１００、（タイプ
３１Ｎ０－００ＦＳ）、東レ(株)製）に１８μｍの電解銅箔を、１４０℃、０．１ＭＰａ
の条件でラミネートした。続いてエアオーブンを用いて、８０℃で３時間、１００℃で５
時間、１５０℃で５時間の順次加熱キュア処理を行い、銅箔付きＴＡＢ用テープを作製し
た。得られた銅箔付きＴＡＢ用テープの銅箔面に常法によりフォトレジスト膜を形成し、
エッチング、レジスト剥離、電解ニッケルメッキ、電解金メッキをそれぞれ行い、評価用
パターンテープサンプルを作製した。ニッケルメッキ厚は３μｍ、金メッキ厚は１μｍと
した。
【００５４】
　（２）耐リフロー性：（１）の評価用パターンテープの裏面に、１３０℃、０．１ＭＰ
ａの条件で本発明の半導体装置用接着剤シート（厚さ５０μｍ）をラミネートした後、ア



(12) JP 4961761 B2 2012.6.27

10

20

30

40

50

ルミ電極パッドを有するＩＣを用い、図１の構造の評価用半導体装置を作製した。なお、
接着剤の硬化は１５０℃２時間で行った。この方法で作製した３０ｍｍ角のサンプルを各
水準２０個準備し、３０℃、７０％ＲＨの雰囲気下で１９２時間調湿した後、すみやかに
最高温度２６５℃、１５秒の赤外線リフロー炉２回を通過させ、膨れおよび剥がれを確認
し、２０個中の剥離した個数を調べた。
【００５５】
　（３）サーマルサイクル性：上記（２）の方法で作製した３０ｍｍ角の評価用半導体装
置サンプルを各水準３０個用意し、熱サイクル試験器（タバイエスペック(株)製、ＰＬ－
３型）中で、－６５℃～１５０℃、最低および最高温度で各３０分保持の条件で処理し、
剥がれの発生を評価した。１００サイクル、３００サイクル、５００サイクル、８００サ
イクルの各終了時点でサンプルを取り出し、剥がれの発生を評価した。３０個中、一つで
も剥がれを確認したらＮ．Ｇ．とした。
【００５６】
　（４）軟化点（℃）、貯蔵弾性率（Ｅ’（ＰＭａ））、軟化点比率（Ｂ／Ａ）、Ｅ’変
化率：動的粘弾性測定装置（セイコーインスツルメンツ（株）（現在はエスアイアイ・ナ
ノテクノロジー（株））製、ＤＭＳ６１００）を用いて、温度－７０℃～３００℃、周波
数１Ｈｚ、昇温速度５℃／ｍｉｎ、引張モード、サンプルサイズ：長さ５ｍｍ、幅１０ｍ
ｍの条件で貯蔵弾性率Ｅ’、損失弾性率Ｅ’’、ｔａｎδ（＝Ｅ’’／Ｅ’）をそれぞれ
測定した。軟化点はｔａｎδのピーク温度を採用した。サンプルは、１５０℃２時間加熱
した２５μｍ厚みのものを使用した。また、Ｂ／Ａは、１５０℃で２時間加熱した後の軟
化点Ａと、１５０℃で２時間加熱後さらに２００℃で１６８時間放置した後の軟化点Ｂか
ら求めた。Ｅ’変化率は、１５０℃で２時間加熱した後のＥ’すなわちＥ１’、１５０℃
で２時間加熱後さらに２００℃で１６８時間加熱した後のＥ’すなわちＥ２’を用いて、
Ｅ’変化率＝（ＬｏｇＥ２’－ＬｏｇＥ１’）／１６８　として求めた。Ｅ’は２００℃
での値を読みとった。
【００５７】
　（５）接着力：上記（１）の評価用パターンテープの裏面に、１３０℃、０．１ＭＰａ
の条件で本発明の半導体装置用接着剤シートをラミネートした後、シリコンウエハーを１
６０℃、０．３ＭＰａの条件で半導体装置用接着剤シートに加熱圧着した。引き続き、エ
アオーブン中で１５０℃、２時間加熱処理を行った。得られたサンプルのパターンテープ
を幅５ｍｍになるように切断し、９０°方向に５０ｍｍ／ｍｉｎの速度で剥離し、その際
の接着力を測定した。
【００５８】
　（６）絶縁信頼性：（１）の評価用パターンテープの導体幅５０μｍ、導体間距離５０
μｍのくし型形状評価用サンプルの導体パターン面に、接着剤組成物からなる厚さ５０μ
ｍの接着剤層付きの、厚さ０．１ｍｍの純銅板を、１３０℃、０．１ＭＰａの条件でラミ
ネートした後、エアオーブン中で１５０℃、２時間加熱処理を行った。得られたサンプル
を用いて、８５℃、８５％ＲＨの恒温恒湿槽内で１００Ｖの電圧を連続的に印加した状態
において、測定直後と４００時間後の抵抗値を測定した。
【００５９】
　（７）長期高温耐熱性：電解銅箔（１／２オンス）をＪＰＣＡ－ＢＭ０２の銅はく面ク
リーニングの標準手順に従いクリーニングしたものの光沢面に、２５μｍ厚の半導体装置
用接着剤シートを１３０℃でラミネートし、１５０℃で２時間加熱した。それらを１８０
℃のエアオーブンに入れ、長期放置試験をおこなった。途中、接着剤の剥がれが生じれば
Ｎ．Ｇ．とした。
【００６０】
　（８）反応率：加熱前の試料の発熱量Ｑ１（ｍＪ／ｍｇ）と１５０℃で２時間加熱後の
試料の発熱量Ｑ２（ｍＪ／ｍｇ）を測定し、反応率（％）＝（（Ｑ１－Ｑ２）／Ｑ１）×
１００として求めた。測定条件は、装置セイコーインスツルメンツ（現ＳＩＩナノテクノ
ロジー（株））製ＤＳＣ６２００、温度２５℃～３５０℃、昇温速度１０℃／ｍｉｎ、試
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た。
【００６１】
　参考例１（ポリアミド樹脂の合成）
　酸としてダイマー酸ＰＲＩＰＯＬ１００９（ユニケマ社製）およびアジピン酸を用い、
酸／アミン比をほぼ等量の範囲で混合し、消泡剤およびリン酸触媒を先の混合物に対して
各々１重量％加え、反応体を調製した。この反応体を、１４０℃、１時間撹拌加熱後、２
０５℃まで昇温し、約１．５時間撹拌した。約２ｋＰａの真空下で、０．５時間保持し、
温度を低下させた。最後に、酸化防止剤を添加し、重量平均分子量２００００、酸価１０
のポリアミド樹脂を取り出した。
【００６２】
　表１に実施例および比較例で用いた各材料の詳細を示す。
【００６３】
　実施例１、比較例１～１３
　（半導体装置用接着剤シートの作製）
　表２～３に記載の各無機質充填剤をトルエンと混合した後、ボールミル処理して分散液
を作製した。この分散液に、各熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、硬化剤、硬化促進剤、その
他添加剤および分散液と等重量のメチルエチルケトンをそれぞれ表２～３の組成比となる
ように加え、３０℃で撹拌、混合して接着剤溶液を作製した。この接着剤溶液をバーコー
タで、シリコーン離型剤付きの厚さ３８μｍのポリエチレンテレフタレートフィルム（藤
森工業(株)製“フィルムバイナ”ＧＴ）に必要な乾燥厚さとなるように塗布し、１５０℃
で４分間乾燥し、保護フィルムを貼り合わせて、本発明の半導体装置用接着シートを作製
した。それぞれの組成、特性を表２～３に示す。
【００６４】
　（半導体装置の作製）
　ＴＡＢ用接着剤付きテープ（タイプ＃７１００、（３１Ｎ０－００ＦＳ）、東レ(株)製
）に１８μｍの電解銅箔を、１４０℃、０．１ＭＰａの条件でラミネートした。続いてエ
アオーブンを用いて、８０℃で３時間、１００℃で５時間、１５０℃で５時間の順次加熱
キュア処理を行い、銅箔付きＴＡＢ用テープを作製した。得られた銅箔付きＴＡＢ用テー
プの銅箔面に常法によりフォトレジスト膜を形成し、エッチング、レジスト剥離、電解ニ
ッケルメッキ、電解金メッキ、フォトソルダーレジスト加工をそれぞれ行い、パターンテ
ープを作製した。ニッケルメッキ厚は３μｍ、金メッキ厚は１μｍとした。続いてパター
ンテープの裏面に、１３０℃、０．１ＭＰａの条件で、表２～３に記載された各接着剤を
有する半導体装置用接着剤シートをラミネートした後、アルミ電極パッドを有するＩＣを
１７０℃、０．３ＭＰａの条件で半導体装置用接着剤シートに加熱圧着した。次にエアオ
ーブン中で１５０℃、２時間加熱処理を行った。続いてこれに、２５μｍの金ワイヤーを
１８０℃、１１０ｋＨｚでボンディングした。さらに液状封止樹脂（“チップコート”８
１１８、ナミックス（株）製）で封止した。最後にハンダボールを搭載し、図１の構造の
半導体装置を作製した。得られた半導体装置の特性を表２～３に示す。
【００６５】
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【表１】

【００６６】



(15) JP 4961761 B2 2012.6.27

10

20

30

40

【表２】

【００６７】
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【表３】

【００６８】
　表２～３の実施例および比較例から、本発明により得られる半導体装置用接着剤組成物
は、接着力、耐リフロー性、サーマルサイクル性に優れていることが分かる。
【図面の簡単な説明】
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【００６９】
【図１】ＢＧＡ方式の半導体装置の一態様の断面図。
【図２】本発明の半導体装置用接着剤シートの一態様の断面図。
【符号の説明】
【００７０】
１　半導体集積回路
２、９　接着剤層
３　絶縁体層
４　導体パターン
５　ボンディングワイヤー
６　半田ボール
７　封止樹脂
８　保護フィルム層

【図１】

【図２】
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